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F E D구조로만들어야만방출전류(emission current)를

낮은 전압으로쉽게 제어할 수 있게되고, 이에따라

F E D의계조(gray scale)을쉽게구현할수있다.

애노드판

F E D에서애노드전극기술은애노드전극, 블랙매트

릭스및형광체의3가지로분류할수있으며, 여기서형

광체는F E D의애노드전극에코팅되어서캐소드에서

방출된전자빔을가시광선으로바꿔주는역할을하는

물질이다.

애노드판은캐소드판과마주보게위치하며, 스페이

서를매개로서로이격된구조를갖게된다. 측면은실링

재를사용해서외부와격리되도록구성되며, 내부는

1 0- 6Torr 정도의고진공을유지하게된다.

F E D에서애노드전극은시청자방향인투명기판상

에위치하기때문에투명한전기적도체로반드시제작

되어야한다. 이에스퍼터법으로제작한 I T O ( I n d i u m

Tin Oxide) 박막을사용하였으나, 현재는대부분A l을

전극재료로사용하고있다.

진공실장

F E D는기본적으로진공내에서전계방출에의해동

작하는소자로서패널내부가반드시1 0- 6Torr 정도의

고진공으로유지되어야한다.

진공실장기술은진공패키징에의해전자의평균자

유행정(MFP: mean free path)을증가시키고, 전자방

출부에기체입자들이흡착되어일함수를변화시키는것

을방지하며(일례로금속위에기체가흡착될경우일함

수가25~50% 정도변화함), 수증기, 산소, 일산화탄소,

이산화탄소, 메탄등에의해형광체가손상되는것을방

지하기위한필수기술이다.

진공실장과관련된요소기술로는스페이서기술, 정

렬및실링기술, 고진공배기기술, 팁오프기술, 게터

(getter) 기술, 잔류기체분석기술, 패널내부진공도측

정기술등이있다.

구동회로

F E D를구성하는각각의화소에특정한전기적신호

를입력시켜전체적으로원하는화면을구성하는기술

을구동회로기술이라고한다.

구동회로기술은특정한화소에서계조( b r i g h t n e s s ,

gray scale)를변화시키는방법인구동방식기술과화

소간의균일도등을보상하는기술인컨트롤로직기술

로구분할수있다.

F E D에서디스플레이의계조(gray scale) 표현은펄

스진폭변조(pulse amplitude modulation; PAM)와펄

스시간변조(pulse width modulation; PWM) 방법이

있다.

F E D의화소간균일도를증가시키는방법으로는구

동회로에외부저항을사용하는방법과균일도보정로

직(uniformity correction logic)을사용하는방법이있

다.

이밖에도, 타이밍조절(timing control)과평균화소

레벨(average picture level; APL) 등의컨트롤로직을

통하여색순도의조절과화면의균일도등의화질향상

에기여하는기술이개발되고있다.

기술의개요

전계방출디스플레이의일반적인개요

전계방출디스플레이(FED:field emission display)

는 CRT(cathode ray tube)와평판디스플레이( F P D :

flat panel display)의장점을모두갖춘표시장치로주목

을받으며선진국에서연구개발이활발히진행되고있

는차세대디스플레이중하나이다.

F E D는 진공 미세전자 소자(vacuum microelec

tronics device)의하나로분류되고, 핵심요소기술로는

냉전자방출원을중심으로하는캐소드판기술, 형광체

를중심으로하는애노드판기술, 캐소드판과애노드판

을일정거리로격리시키고그사이를진공으로만드는

진공실장(패키징) 기술, 그리고캐소드판에존재하는

에미터로부터전자를방출시켜애노드판의형광체를

발광시켜이미지를형성시키는구동회로기술과같이

크게4가지로구분된다.

전계방출디스플레이의기술별개요

캐소드판

F E D의핵심소자인전자방출원은팁형( t i p - t y p e )과

평면형( f l a t - t y p e )으로크게구분할수있으며, 카본나

노튜브(Carbon Nanotube: CNT)형전자방출원은팁형

과평면형의어느쪽으로도제작이가능하다.

팁형의경우에는팁을이루는에미터재료( e m i t t e r

m a t e r i a l )의종류에따라실리콘팁과금속팁으로구분

이가능하다.

캐소드의구조에서는게이트전극의존재유무에따

라3극형(triode type) FED와2극형(diode type) FED

로구분하게된다.

F E D의응용에서캐소드는게이트전극을가진3극형

전계방출디스플레이
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광체는F E D의애노드전극에코팅되어서캐소드에서

방출된전자빔을가시광선으로바꿔주는역할을하는

물질이다.

애노드판은캐소드판과마주보게위치하며, 스페이

서를매개로서로이격된구조를갖게된다. 측면은실링

재를사용해서외부와격리되도록구성되며, 내부는

1 0- 6Torr 정도의고진공을유지하게된다.

F E D에서애노드전극은시청자방향인투명기판상

에위치하기때문에투명한전기적도체로반드시제작

되어야한다. 이에스퍼터법으로제작한 I T O ( I n d i u m

Tin Oxide) 박막을사용하였으나, 현재는대부분A l을

전극재료로사용하고있다.
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수가25~50% 정도변화함), 수증기, 산소, 일산화탄소,
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※ 상기 연재 일정은 내부 사정에 따라 변경될 수 있으며, 분쟁대비특허정보넷

(http://www.patentmap.or.kr/)에서도 보실 수 있습니다.

연 재 산업분야 세 부 분 야 과 제 명

기계/금속/건설 차량용블랙박스( 1 )

2007. 1월호 정보/통신 D R M ( 1 ) 제1장기술의개요

정보/통신 텔레매틱스단말기( 1 )

기계/금속/건설 차량용블랙박스( 2 )

2007. 2월호 정보/통신 D R M ( 2 ) 제2장전체특허동향

정보/통신 텔레매틱스단말기( 2 )

기계/금속/건설 차량용블랙박스( 3 )

2007. 3월호 정보/통신 D R M ( 3 ) 제3장심층특허분석

정보/통신 텔레매틱스단말기( 3 )

기계/금속/건설 차량용블랙박스( 4 )

2007. 4월호 정보/통신 D R M ( 4 ) 제4장결론

정보/통신 텔레매틱스단말기( 4 )

전기/전자 전계방출 디스플레이( 1 )

2007. 5월호 전기/전자 AMOLED LTPS 기술( 1 ) 제1장기술의개요

전기/전자 반도체평탄화기술( 1 )

전기/전자 전계방출 디스플레이( 2 )

2007. 6월호 전기/전자 AMOLED LTPS 기술( 2 ) 제2장전체특허동향

전기/전자 반도체평탄화기술( 2 )

전기/전자 전계방출디스플레이( 3 )

2007. 7월호 전기/전자 AMOLED LTPS 기술( 3 ) 제3장심층특허분석

전기/전자 반도체평탄화기술( 3 )

전기/전자 전계방출 디스플레이( 4 )

2007. 8월호 전기/전자 AMOLED LTPS 기술( 4 ) 제4장결론

전기/전자 반도체평탄화기술( 4 )

화학/생명공학 서방형약물 전달시스템( 1 )

2007. 9월호
화학/생명공학 나노의약품개발기술( 1 )

제1장기술의개요
화학/생명공학 고분자전해질연료전지( 1 )

화학/생명공학 항비만기능성식품소재및제품 ( 1 )

화학/생명공학 서방형약물 전달시스템( 2 )

2007. 10월호
화학/생명공학 나노의약품개발기술( 2 )

제2장전체특허동향
화학/생명공학 고분자전해질연료전지( 2 )

화학/생명공학 항비만기능성식품소재및제품 ( 3 1 )

화학/생명공학 서방형약물 전달시스템( 3 )

2007. 11월호
화학/생명공학 나노의약품개발기술( 3 )

제3장심층특허분석
화학/생명공학 고분자전해질연료전지( 3 )

화학/생명공학 항비만기능성식품소재및제품 ( 3 )

화학/생명공학 서방형약물 전달시스템( 4 )

2007. 12월호
화학/생명공학 나노의약품개발기술( 4 )

제4장결론
화학/생명공학 고분자전해질연료전지( 4 )

화학/생명공학 항비만기능성식품소재및제품 ( 4 )




